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Rezumat:
Invenţia se referă la structurile multistrat de semiconductori sticloşi cu schimbarea bruscă sau lentă a indicelui de refracţie la

hotarul dintre straturi şi poate fi utilizată la confecţionarea purtătorilor pentru transmiterea şi înregistrarea informaţiei optice.
În scopul simplificării tehnologiei pe suport rigid sau flexibil prin evaporarea termică în vid se depun diferite după compoziţie

straturi de semiconductori calcogenici sticloşi cu diferiţi indici de refracţie din As2S3, schimbându-i temperatura de evaporare de la
120 până la 280°C.
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